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Дружинін А. О., Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П. Датчики механічних 
величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук 
А3В5.— Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.

Проаналізовано фізичні основи створення напівпровідникових тензорезистив-
них датчиків механічних величин. Наведено характеристики тензорезисторів на 
основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук А3В5 та результа-
ти досліджень впливу електронного опромінення на властивості ниткоподібних 
кристалів кремнію. Розглянуто технологічні основи виготовлення датчиків 
механічних величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію для різних тем-
пературних діапазонів, а також їх конструктивні особливості. Описано датчики 
тиску різного призначення та їхні характеристики, а також датчики зусилля і 
прискорення. Розглянуто можливості створення багатофункційних датчиків для 
вимірювання механічних і теплових величин.
Для наукових, інженерно-технічних працівників і студентів, які навчаються за 
напрямом “Мікро- та наноелектроніка”, а також широкого загалу спеціалістів у 
галузі сенсорної електроніки та мікроелектроніки.
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Мінаєв Б. П., Стахіра П. Й., Черпак В. В. Органічна електроніка.— 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.

Наведено основні постулати квантової механіки для органічної електроніки. Опи-
сано базові структури та особливості функціонування нанорозмірних елементів, 
пристроїв електронної техніки: сонячних фотоелементів, світловипромінювальних 
структур, транзисторних структур, сенсорів тощо. Розглянуто фізико-хімічні осно-
ви технології створення електронних структур органічної електроніки.
Призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за напрямом електроніки.


